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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年5月19日(2016.5.19)

【公開番号】特開2014-192485(P2014-192485A)
【公開日】平成26年10月6日(2014.10.6)
【年通号数】公開・登録公報2014-055
【出願番号】特願2013-69109(P2013-69109)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/24     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/455    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/205    　　　　
   Ｃ２３Ｃ   16/24     　　　　
   Ｃ２３Ｃ   16/455    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月24日(2016.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を処理室に搬送する工程と、
前記処理室内に、Ｂ原子含有ガスを供給する第１のガス供給工程と、
前記処理室内に、Ｓｉ原子含有ガスを前記処理室内に供給してＢ含有濃度が３．０×１０
２０ａｔｏｍ／ｃｍ３以下となるＳｉ膜を前記基板に形成する第２のガス供給工程と、
を有する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
前記第１のガス供給工程と、前記第２のガス供給工程の後にパージガスを供給するパージ
工程を行う請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
前記第１のガス供給工程によって前記基板表面をＢ終端させる請求項１または２に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項４】
前記第１のガス供給工程では、前記Ｂ原子含有ガスとしてＢＣｌ３ガスを５ｓｃｃｍ～３
０ｓｃｃｍの範囲で供給する請求項１から３のいずれか１つに記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項５】
基板を処理室に搬送する工程と、
前記処理室内に、Ｂ原子含有ガスを供給する第１のガス供給工程と、
前記処理室内に、Ｓｉ原子含有ガスを前記処理室内に供給してＢ含有濃度が３．０×１０
２０ａｔｏｍ／ｃｍ３以下となるＳｉ膜を前記基板に形成する第２のガス供給工程と、
を有する基板処理方法。
【請求項６】
基板を処理する処理室と、
前記処理室に設けられ、Ｂ原子含有ガスを供給するＢ原子含有ガス供給管と、
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前記処理室に設けられ、Ｓｉ原子含有ガスを供給するＳｉ原子含有ガス供給管と、
前記Ｂ原子含有ガス供給管と前記Ｓｉ原子含有ガス供給管のそれぞれに設けられたガス流
量制御装置と、
前記処理室内に前記Ｂ原子含有ガス供給管を介してＢ原子含有ガスを供給し、前記Ｂ原子
含有ガス供給後、前記Ｓｉ原子含有ガスを供給してＢ含有濃度が３．０×１０２０ａｔｏ
ｍ／ｃｍ３以下となるＳｉ膜を形成するように前記ガス流量制御装置を制御する制御部と
、
を有する基板処理装置。
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